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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成26年8月14日(2014.8.14)

【公表番号】特表2013-522654(P2013-522654A)
【公表日】平成25年6月13日(2013.6.13)
【年通号数】公開・登録公報2013-030
【出願番号】特願2012-554984(P2012-554984)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｆ   7/11     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｃ０８Ｇ  77/58     (2006.01)
   Ｃ０８Ｇ  79/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｆ   7/11    ５０３　
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５７４　
   Ｃ０８Ｇ  77/58    　　　　
   Ｃ０８Ｇ  79/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年6月24日(2014.6.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の群から選択される繰り返し構造単位を含む、反射防止ハードマスク組成物。
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【化１】

（式中、ｘは少なくとも１であり、ｙは少なくとも１であり、Ｒは、１つ又は複数の発色
団部分、透明部分、及び架橋成分から選択される有機官能基ユニットであり、前記無機ユ
ニットは、下記群から選択され、
【化２】

式中、ｘ及びｙは前記の意味を有し、ＭｄはＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｖ、Ｎ
ｂ、Ｔａ及びランタニド希土類金属から選択され、Ｒ１は同じ又は異なるものでＣ１－Ｃ

６アルキル、Ｃ１－Ｃ６アルコキシ、フェニル及びフェノキシから選択され、Ｒ２は同じ
又は異なるものでＣ１－Ｃ６アルキル及びＣ１－Ｃ６アルコキシから選択され、Ｒ３は同
じ又は異なるものでＣ１－Ｃ６アルキル及びフェニルから選択される。）
【請求項２】
　前記ポリマーは、酸発生剤をさらに含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記ポリマーは、追加の架橋成分をさらに含む、請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記追加の架橋成分は、グリコールウリル、メトキシル化グリコールウリル、ブチル化
グリコールウリル、テトラメトキシメチルグリコールウリル、メチルプロピルテトラメト
キシメチルグリコールウリル、２，６－ビス（ヒドロキシメチル）－ｐ－クレゾール、エ
ステル化アミノ樹脂、メチル化メラミン樹脂、Ｎ－メトキシメチルメラミン、ブチル化メ
ラミン樹脂、Ｎ－ブトキシメチルメラミン、ビスエポキシ、ビスフェノール、ビスフェノ
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ールＡ、及びそれらの混合物から選択される、請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
　前記追加の架橋成分は、固形分ベースで約１重量％と約２０重量％との間の濃度で存在
する、請求項３に記載の組成物。
【請求項６】
　前記酸発生剤は、２，４，４，６－テトラブロモシクロヘキサジエノン、ベンゾイント
シラート、２－ニトロベンジルトシラート、有機スルホン酸のアルキル又はペルフルオロ
アルキルエステル、及びそれらの混合物から選択される、請求項２に記載の組成物。
【請求項７】
　前記酸発生剤は、固形分ベースで約１重量％と約２０重量％との間の濃度で存在する、
請求項２に記載の組成物。
【請求項８】
　固形分ベースで約５重量％と約２０重量％との間の濃度で存在する有機溶媒を含む、請
求項１に記載の組成物。
【請求項９】
　前記組成物は、約３０ｎｍと約５００ｎｍとの間の厚さを有する層の形態をとる、請求
項１に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記ポリマーは、少なくとも約５００の重量平均分子量を有する、請求項１に記載の組
成物。
【請求項１１】
　前記重量平均分子量は、約１，０００と約１０，０００との間の範囲にある、請求項１
０に記載の組成物。
【請求項１２】
　板上のパターン化材料を形成する方法であって、
（ａ）基板上に材料層を設けるステップと、
（ｂ）前記材料層の上に反射防止ハードマスク組成物を形成するステップと、
（ｃ）前記反射防止ハードマスク組成物の上に放射線感受性画像形成層を形成するステッ
プと、
（ｄ）前記画像形成層を放射線にパターン様式で露光することにより前記画像形成層内に
放射線露光領域のパターンを作成するステップと、
（ｅ）前記画像形成層及び下層の前記反射防止ハードマスク組成物の部分を選択的に除去
して、前記材料層の部分を露出させるステップと、
（ｆ）前記材料層の前記露出された部分をエッチングすることによりパターン化材料構造
部を形成するステップと
を含み、
　前記反射防止ハードマスク組成物が、下記の群から選択される繰り返し構造単位を含む
、方法。
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【化３】

（式中、ｘは少なくとも１であり、ｙは少なくとも１であり、Ｒは、１つ又は複数の発色
団部分、透明部分、及び架橋成分から選択される有機官能基ユニットであり、前記無機ユ
ニットは、下記群から選択され、
【化４】

式中、ｘ及びｙは前記の意味を有し、ＭｄはＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｖ、Ｎ
ｂ、Ｔａ及びランタニド希土類金属から選択され、Ｒ１は同じ又は異なるものでＣ１－Ｃ

６アルキル、Ｃ１－Ｃ６アルコキシ、フェニル及びフェノキシから選択され、Ｒ２は同じ
又は異なるものでＣ１－Ｃ６アルキル及びＣ１－Ｃ６アルコキシから選択され、Ｒ３は同
じ又は異なるものでＣ１－Ｃ６アルキル及びフェニルから選択される。）
【請求項１３】
　前記材料層は、導電性材料、半導体材料、磁性材料、絶縁性材料、金属、誘電体材料、
又はそれらの組合せである、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記材料層は、酸化シリコン、窒化シリコン、多結晶シリコン、並びに、シリコン、炭
素及び酸素を含む低ｋ誘電体材料から選択される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記放射線は、２００ｎｍ未満の波長を有する紫外放射線、及び電子ビーム放射線から
選択される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
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　前記エッチングは、炭素、フッ素、塩素、臭素、イオウ、水素、酸素又はそれらの混合
物を含むプラズマ中の反応性イオン・エッチングによって行われる、請求項１２に記載の
方法。
【請求項１７】
　前記ステップ（ｅ）は、前記基板と、有機溶媒、水酸化テトラメチルアンモニウム水溶
液、水酸化アンモニウム水溶液、及びそれらの混合物から選択される現像液との接触によ
って行われる、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記無機ユニットが、下記式を有する、請求項１に記載の組成物。
【化５】
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